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Плазма высокочастотных (ВЧ) разрядов пониженного давления (p = 13,3 - 133 Па) является перспективным методом обработки материалов различной природы. Она позволяет эффективно обрабатывать органические и неорганические материалы с различным внутренним составом и структурой, а также поверхности изделий сложной конфигурации. В частности, этот метод дает возможность получения новых титановых сплавов с различной биосовместимостью. Поскольку токсикологические эффекты наночастиц нитрида титана мало изучены, то актуальными является изучение влияния этих материалов на жизнедеятельность микроорганизмов. Поверхность титана пригодна для микробной колонизации и образования биопленки. Однако, иммобилизация микрорганизмов на металлических изделиях из нитрида  титана может приводить как к сни​жению, так и к повышению физиологической  активности микроорганизмов. 
Цель настоящей работы - исследование влияния нитрид титана на рост дрожжей.
Дрожжи являются неотъемлемой составляющей в жизни человека. Из 36 видов клинически значимых дрожжей роль в провокации аллергических заболеваний  установлена лишь для видов - Candida utilis, Candida albicans Saccharomyces cerevisiae и Malassezia furfur. Большая часть этих дрожжей обитает в природных экосистемах, но некоторые из них ассоциированы с различными заболеваниями человека. На данный момент насчитывают 9 родов (36 видов) клинически значимых дрожжей. В этой связи в качестве объектов настоящего исследования взяты дрожжи Candida utilis, Saccharomyces cerevisiae. Изучалось влияние на жизнедеятельность этих дрожжей имплантантов, изготовленных из нитрида титана  обработанных и необработанных плазмой высокочастотных разрядов. Размер имплантантов составлял 30×10 мм. 
Культивирование дрожжей проводили на агаризованной среде с внесенными в нее  стерильными имплантантами. Подготовка питательной среды и установление посевной дозы проводили в соответствии с общепринятыми стандартами. Посевная доза микроорганизмов составила 107 КОЕ/мл. Инкубирование дрожжей Candida utilis и Saccharomyces cerevisiae проводили в термошкафу при оптимальной температуре 37 °С и 32 °С соответственно. 

По истечению 3 суток инкубирования дрожжей  Candida utilis наблюдались зоны задержки их роста вокруг имплантов, обработанных плазмой высокочастотных разрядов, на расстоянии 5 мм. При этом на поверхности этих имплантов образование и рост колоний дрожжей не наблюдалось. По истечению 6 суток указанная выше тенденция развития  дрожжей Candida utilis сохранилась. В контрольном опыте с не обработанным плазмой высокочастотных разрядов имплантом, задержки роста этих дрожжей не наблюдалось. 
Следует отметить, что присутствие имплантов, обработанных плазмой высокочастотных разрядов,  в агаризованной питательной среде на рост дрожжей  Saccharomyces cerevisiae не повлияло.  
